1. Daugiafunkcinis puslaidininkinis įtaisas (DFPĮ) sudarytas iš trijų besikeičiančio laidumo tipo vidutiniškai stipriai legiruotų puslaidininkinių sluoksnių, pavyzdžiui, n(1)–p(2)–n(3), kurio kraštiniai n– sluoksniai (1) ir (3) turi atitinkamus ominius kontaktus-išvadus (1.1) ir (3.1), ir viename iš kraštinių, pavyzdžiui, trečiajame n– sluoksnyje (3), tarp kontakto-išvado (3.1) ir vidurinio – antrojo p– sluoksnio (2), šalia p– sluoksnio (2) lygiagrečiai yra suformuotos n– sluoksniui (3) priešingo laidumo dvi p– sritys – ketvirtoji (4) ir penktoji (5), su atitinkamais ominiais kontaktais-išvadais (4.1) ir (5.1), o p– sluoksnio (2) išoriniuose kraštuose yra suformuoti du priešpriešiais išdėstyti ominiai kontaktai-išvadai (2.1) ir (2.2),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad p–– sluoksnis (2) yra padarytas vidutiniškai silpnai legiruotas, o p+– sritys (4) ir (5) yra padarytos stipriai legiruotos, ir n– sluoksnyje (1), tarp kontakto-išvado (1.1) ir p–– sluoksnio (2), šalia p–– sluoksnio (2) lygiagrečiai yra suformuotos papildomos dvi vienodos stipriai legiruotos p+– sritys – šeštoji (6) ir septintoji (7), su atitinkamais ominiais kontaktais-išvadais (6.1) ir (7.1), atstumai WB (1; 2) tarp atitinkamų p+– sričių (4) ir (5), bei (6) ir (7), ir p–– sluoksnio (2) storis WB 3, yra padaryti mažesni už L(p, n) – šalutinių krūvininkų – skylių ( pn) n– sluoksniuose (1) ir (3), bei elektronų (np) p–– sluoksnyje (2), difuzijos nuotolius, ir, esant šioms sąlygoms: WB (1–3) < L(p, n)), n– sluoksnyje (3) yra sudarytas pirmasis p+–n–p+ laidumo dvipolio tranzistoriaus (DT) darinis DT1 su atitinkamais pirmaisiais kontaktais-išvadais: kolektoriaus (K1) (4.1), emiterio (E1) (5.1), arba atvirkščiai, ir bazės (B1) (3.1), o n– sluoksnyje (1) yra sudarytas antrasis p+–n–p+ laidumo darinis DT2 su atitinkamais antraisiais kontaktais-išvadais: K2 (6.1), E2 (7.1), arba atvirkščiai, ir bazės (B2) (1.1), o tarp n– sluoksnių (1) ir (3), bei p–– sluoksnio (2), yra sudarytas trečiasis n–p––n laidumo darinis DT3 su atitinkamais trečiaisiais kontaktais-išvadais: K3 (3.1), E3 (1.1), arba atvirkščiai, ir bazės B3 dviem kontaktais-išvadais B(3.1; 3.2) (2.1; 2.2), kai kontaktai-išvadai: B1 (3.1) ir K3 (3.1), arba B1 (3.1), bei E3 (3.1), sudaro DFPĮ pirmąjį bendrąjį kontaktą-išvadą, o kontaktai-išvadai: B2 (1.1) ir E3 (1.1), arba B2 (1.1), bei K3 (1.1), sudaro DFPĮ antrąjį bendrąjį kontaktą-išvadą, atstumai l(1; 2), atitinkamuose n– sluoksniuose (3) ir (1), tarp p–– sluoksnio (2) ir atitinkamų greta esančių p+– sričių (4) ir (5), bei (6) ir (7), yra padaryti mažesni už atitinkamų p–n sandūrų tarp atitinkamų sluoksnių (3)-(2) ir (1)-(2) nuskurdintų sričių maksimalių storių dpn [(3-2); (1-2)] max atitinkamuose n– sluoksniuose (3) ir (1), ir didesni už Lp (dpn [(3-2); (1-2)] max > l(1; 2) > Lp). 

2. DFPĮ pagal punktą 1,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atstumai: WB (1; 2) > Lp, WB 3 < Lp, WB (1; 2) < dpn [(3-(4; 5); (1-(6; 7)] max ir WB (1–3) > dpn [(3-(4; 5); (1-(6; 7); (2-(1; 3)] o, čia: dpn (max, o) – atitinkamų p–n sandūrų tarp n– sluoksnio (3) ir atitinkamų p+– sričių (4) ir (5), bei atitinkamų p–n sandūrų tarp n– sluoksnio (1) ir atitinkamų p+– sričių (6) ir (7), bei atitinkamų p–n sandūrų tarp p–– sluoksnio (2) ir atitinkamų n– sluoksnių (1) ir (3), atitinkamų nuskurdintų sričių n– sluoksniuose (3) ir (1), bei p–– sluoksnyje (2), maksimalūs storiai, esant atgalinėms poveikių įtampoms atitinkamose p–n sandūrose, bei neutralūs storiai, kai nėra poveikių įtampų, ir, esant šioms sąlygoms, yra sudaryti puslaidininkinių tetrodų (PT) atitinkami dariniai PT(1; 2) – pirmasis PT1 ir antrasis PT2, su atitinkamais pirmaisiais ir antraisiais kontaktais-išvadais: K(1; 2) (4.1; 6.1), arba E(1; 2) (4.1; 6.1), E(1; 2) (5.1; 7.1), arba K(1; 2) (5.1; 7.1), B(1.1; 2.1) (3.1; 1.1), ir kontaktai-išvadai: B1.1-K (3.1), arba B1.1-E (3.1), bei B2.1-E (1.1), arba B2.1-K (1.1), yra DFPĮ bendrieji kontaktai-išvadai, o tarp n– sluoksnių (1) ir (3), bei p–– sluoksnio (2), yra sudarytas n–p––n laidumo darinis DT su DFPĮ pirmojo varianto (1 p.) darinio DT3 parametrais. 

3. DFPĮ pagal punktą 1,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atstumai: WB (1; 2) < Lp, WB (1–3) > 
> dpn [(3-(4; 5); (1-(6; 7); (2-(1; 3)] o, ir WB 3 > Lp, bei WB 3 < dpn [(2-(1; 3)] max, ir, esant šioms sąlygoms, yra sudaryti atitinkami DT(1; 2) ir PT dariniai su atitinkamais pirmaisiais ir antraisiais kontaktais-išvadais: K(1; 2) (4.1; 6.1), arba E(1; 2) (4.1; 6.1), E(1; 2) (5.1; 7.1), arba K(1; 2) (5.1; 7.1), B(1.1; 2.1) (3.1; 1.1), bei B(1; 2) (2.1; 2.2), ir kontaktai-išvadai: B1.1-K (3.1), arba B1.1-E (3.1), bei B2.1-E (1.1), arba B2.1-K (1.1), yra DFPĮ bendrieji kontaktai-išvadai, o tarp n– sluoksnių (1) ir (3), bei p–– sluoksnio (2), yra sudarytas n–p––n laidumo darinis PT su DFPĮ antrojo varianto (2 p.) darinių PT(1; 2) parametrais. 

4. DFPĮ pagal punktą 1,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atstumai: WB (1; 2) atitinka DFPĮ antrojo varianto (2 p.) parametrus WB (1; 2), o l(1; 2) ir WB 3 atitinka DFPĮ pirmojo varianto (1 p.) parametrus l(1; 2) ir WB 3, ir, esant šioms sąlygoms, n– sluoksniuose (3), bei (1), yra sudaryti sandūrinių atidarytų n– kanalų vienpolių (lauko) tranzistorių (VT) dariniai VT(1; 2) – pirmasis VT1 ir antrasis VT2, su atitinkamais pirmaisiais ir antraisiais kontaktais-išvadais: santakų (D(1; 2)) (3.1; 1.1), arba ištakų (S(1; 2)) (3.1; 1.1), ir užtūrų (G(1.1; 1.2)) (4.1; 5.1), arba G(1.1; 1.2) (5.1; 4.1), bei (G(2.1; 2.2)) (6.1; 7.1), arba G(2.1; 2.2) (7.1; 6.1), o tarp n– sluoksnių (1) ir (3), bei p–– sluoksnio (2), yra sudarytas n–p––n laidumo darinis DT su DFPĮ pirmojo varianto (1 p.) darinio DT3 parametrais, ir kontaktai-išvadai: D1 (3.1), arba S1 (3.1), ir K (3.1), arba E (3.1), bei D2 (1.1), arba S2 (1.1), ir E (1.1), arba K (1.1), yra DFPĮ bendrieji kontaktai-išvadai. 

5. DFPĮ pagal punktus 1–4,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad yra padaryti planarinės (paviršinės) technologijos būdu ,,horizontalios“ konstrukcijos, pavyzdžiui, ant dielektrinio šilumai laidaus padėklo yra suformuotas stačiakampio formos epitaksinis d storio, D pločio ir L ilgio n– sluoksnis, kurio priešinguose kraštuose išilgai L per visą n– sluoksnio storį d yra suformuotos dvi stačiakampės n+– sritys: (1.1) ir (3.1), su atitinkamais kontaktais-išvadais (1.1) ir (3.1), ir n+– sričių (1.1) ir (3.1) kraštinės yra lygiagrečios L i D kraštinėms, viduryje tarp n+– sričių (1.1) ir (3.1) per visą storį d ir plotį D yra suformuota stačiakampė p–– sritis (2) su kraštinėmis WB 3 ir L2 = D, lygiagrečiomis atitinkamai L ir D, ir išilgai L2 kryptimi p–– srities (2) priešinguose galuose yra suformuotos atitinkamos p+– sritys: (2.1) ir (2.2), su atitinkamais kontaktais-išvadais (2.1) ir (2. 2), o viduryje tarp n+– srities (3.1) ir p–– srities (2), bei viduryje tarp n+– srities (1.1) ir p–– srities (2), per visą storį d yra suformuotos atitinkamos poros stačiakampių p+– sričių: (4) ir (5), bei (6) ir (7), su atitinkamais kontaktais -išvadais: (4.1) ir (5.1), bei (6.1) ir (7.1), ir p+– sričių (4)–(7) kraštinės yra lygiagrečios L ir D kraštinėms, ir porose p+– sritys (4) ir (5), bei (6) ir (7), yra suformuotos priešpriešiais ir lygiagrečiai D kraštinei atitinkamais atstumais WB (1; 2) tarp jų atitinkamose porose, ir atitinkamais atstumais l(1; 2) nuo p–– srities (2) iki atitinkamų porų p+– sričių: (4) ir (5), bei (6) ir (7). 

6. DFPĮ pagal punktus 1–4,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad yra padaryti planarinės technologijos būdu ,,vertikalios“ konstrukcijos, pavyzdžiui, p–– laidumo puslaidininkinio kristalo (2) – įtaiso padėklo (2) paviršiuje simetriškai priešpriešiais su lygiagrečiomis kraštinėmis atstumu WB 3 viena nuo kitos yra suformuotos dvi vienodos n– laidumo stačiakampės sritys (1) ir (3), kurios į p–– kristalą (2) yra įterptos h1 gylyje, atitinkamose n– srityse (1) ir (3), šalia WB 3 pločio suformuotos p–– srities (2), simetriškai viena priešais kitą lygiagrečiomis kraštinėmis su n– sričių (1) ir (3) kraštinėmis, ir lygiagrečiai WB 3 pločio p–– srities (2) išilginei kraštinei, yra suformuotos atitinkamos poros vienodų p+– laidumo stačiakampių sričių: (4) ir (5), bei (6) ir (7), kurios į atitinkamas n– sritis (3) ir (1) yra įterptos gylyje h2 < h1, ir (h1 – h2) = l(1; 2), atitinkamose n– srityse (1) ir (3), šalia atitinkamų porų p+– sričių: (6) ir (7), bei (4) ir (5), priešingose pusėse nuo WB 3 pločio p–– srities (2), yra suformuotos atitinkamos n+– sritys (1.1) ir (3.1), kurios į atitinkamas n– sritis (1) ir (3) yra įterptos gylyje hn+  h2, o šalia n– sričių (1) ir (3) simetriškai priešingose WB 3 pločio p–– srities (2) pusėse yra suformuotos vienodos stačiakampės p+– sritys: (2.1) ir (2.2), kurių kraštinės yra lygiagrečios n– sritims (1) ir (3), kai visos sritys: 1.1; 2. 1; 2.2; 3.1; 4; 5; 6 ir 7 turi atitinkamus kontaktus-išvadus: 1.1; 2. 1; 2.2; 3.1; 4.1; 5.1; 6.1 ir 7.1. 

7. Stiprintuvas-dažnių maišiklis su DFPĮ pagal punktus 1, 5 ir 6,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad DFPĮ kontaktas-išvadas B1-K3 per pirmąjį rezistorių R1 yra sujungtas su ,,žeme“ – įtaiso nulinio potencialo šina, ir kartu per antrąjį R2 – su įtampos Ɛo šaltinio neigiamo (–) poliškumo gnybtu ,,–“, o teigiamo (+) poliškumo gnybtas ,,+“ – su ,,žeme“, ir kartu per pirmąjį kondensatorių C1 – su įtaiso pirmuoju įėjimo gnybtu Uin 1, DFPĮ ir kartu darinio DT1 kontaktas-išvadas K1 per pirmąją apkrovą Ra 1 yra sujungtas su šaltinio Ɛo gnybtu ,,–“ ir kartu per antrąjį C2 – su įtaiso pirmuoju išėjimo gnybtu Uiš 1, kontaktas-išvadas E1 per antrąją Ra 2 – su ,,žeme“ ir kartu per trečiąjį C3 – su antruoju gnybtu Uiš 2, DFPĮ kontaktas-išvadas B2-E3 per trečiąjį R3 yra sujungtas su ,,žeme“ ir kartu per ketvirtąjį R4 – su šaltinio Ɛo gnybtu ,,–“, ir kartu per ketvirtąjį C4 – su antruoju gnybtu Uin 2, DT2 kontaktas-išvadas K2 per trečiąją Ra 3 yra sujungtas su šaltinio Ɛo gnybtu ,,–“ ir kartu per penktąjį C5 – su trečiuoju gnybtu Uiš 3, kontaktas-išvadas E2 per ketvirtąją Ra 4 – su ,,žeme“ ir kartu per šeštąjį C6 – su ketvirtuoju gnybtu Uiš 4, o DT3 kontaktai-išvadai B3.(1; 2) per penktąjį R5 yra sujungti su ,,žeme“ ir kartu per septintąjį C7 – su trečiuoju gnybtu Uin 3. 

8. Impulsų formuotuvas su DFPĮ pagal punktus 1, 5 ir 6,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad DFPĮ bendrasis kontaktas-išvadas B1-E3 per R1 yra sujungtas su ,,žeme“ ir kartu per C1 – su gnybtu Uin, o kontaktas-išvadas B2-K3 per R2 – su ,,žeme“, DT1 kontaktas-išvadas K1 per Ra 1 yra sujungtas su šaltinio Ɛo gnybtu ,,–“, o gnybtas ,,+“ – su ,,žeme“, ir kartu per C2 – su gnybtu Uiš 1, o kontaktas-išvadas E1 per Ra 2 – su ,,žeme“ ir kartu per C3 – su gnybtu Uiš 2, DT2 kontaktas-išvadas K2 per Ra 3 yra sujungtas su šaltinio Ɛo gnybtu ,,–“ ir kartu per C4 – su gnybtu Uiš 3, o kontaktas-išvadas E2 per Ra 4 – su ,,žeme“ ir kartu per C5 – su gnybtu Uiš 4, DT2 kontaktas-išvadas K2 per C7 yra sujungtas su DT1 kontaktu-išvadu E1, o DT3 kontaktai-išvadai B(3.1; 3.2) per R3 – su ,,žeme“ ir kartu per C6 – su DT1 kontaktu-išvadu K1, arba kitame variante DFPĮ bendrasis kontaktas-išvadas B2-K3 per C1 yra sujungtas su gnybtu Uin, DT2 kontaktas-išvadas K2 per C6 – su DT3 kontaktais-išvadais B3.(1; 2), o DT1 kontaktas-išvadas K1 per C7 – su DT2 kontaktu-išvadu E2. 

9. Impulsų formuotuvas su DFPĮ pagal punktus 1, 5 ir 6,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad DFPĮ darinio DT3 kontaktai-išvadai B(3.(1; 2)) yra laisvi, o DFPĮ bendrieji kontaktai-išvadai B1-K3 ir B2-E3 per atitinkamus R(1; 2) yra sujungti su transformatoriaus (Tr) antrinės apvijos (II) išvadais, kai Tr pirminės apvijos (I) išvadai – atitinkamai su gnybtu Uin 1 ir su ,,žeme“, DT1 kontaktas-išvadas K1 per Ra 1 yra sujungtas su šaltinio Ɛo gnybtu ,,–“ (arba ,,+“), o gnybtas ,,+“ (arba ,,–“) – su ,,žeme“, ir kartu per C1 – su gnybtu Uiš 1, DT1 kontaktas-išvadas E1 per Ra 3 – su ,,žeme“ ir kartu per C3 – su gnybtu Uiš 3, DT2 kontaktas-išvadas K2 per Ra 2 yra sujungtas su šaltinio Ɛo gnybtu ,,–“ (arba ,,+“) ir kartu per C2 – su gnybtu Uiš 2, DT2 kontaktas-išvadas E2 per Ra 4 – su ,,žeme“ ir kartu per C4 – su gnybtu Uiš 4, arba kitu atveju DT(1; 2) kontaktai-išvadai E(1; 2) kartu per Ra 3 yra sujungti su ,,žeme“ ir kartu per C3 – su gnybtu Uiš 3, arba dar kitu atveju DT(1; 2) kontaktai-išvadai K(1; 2) atskirai per atitinkamus Ra (1; 2) yra sujungti su atitinkamų pastoviųjų įtampų Ɛ(1; 2) maitinimo šaltinių atitinkamais gnybtais ,,±“ (arba ,,“), o atitinkami gnybtai ,,“ (arba ,,±“) – su ,,žeme“. 

10. Relaksacinių ir harmoninių virpesių generatorius su DFPĮ pagal punktus 1, 5 ir 6,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad DFPĮ bendrieji kontaktai-išvadai B1-K3 ir B2-E3 per atitinkamus R(1; 3) yra sujungti su ,,žeme“ ir kartu per atitinkamus R(2; 4) – su šaltinio Ɛo gnybtu ,,–“, o gnybtas ,,+“ – su ,,žeme“, DT1 kontaktas-išvadas K1 per Ra 1 yra sujungtas su šaltinio Ɛo gnybtu ,,–“ ir kartu per C1 – su gnybtu Uiš 1, ir kartu per C5 – su DT3 kontaktais-išvadais B3.(1; 2), o DT1 kontaktas-išvadas E1 per Ra 2 – su ,,žeme“ ir kartu per C2 – su gnybtu Uiš 2, DT2 kontaktas-išvadas K2 per Ra 3 yra sujungtas su šaltinio Ɛo gnybtu ,,–“ ir kartu per C3 – su gnybtu Uiš 3, ir kartu per C6, arba per nuosekliai sujungtus C6 ir induktorių L – su DFPĮ kontaktu-išvadu B1-K3, arba dar kitame variante DT2 kontaktas-išvadas K2 per C6 yra sujungtas su DFPĮ kontaktu-išvadu B1-K3 ir kartu per lygiagrečiai sujungtus C7 ir L – su ,,žeme“, o kontaktas-išvadas E2 per Ra 4 – su ,,žeme“ ir kartu per C4 – su gnybtu Uiš 4, DT3 kontaktai-išvadai B3.(1; 2) per R5 yra sujungti su ,,žeme“. 

11. Impulsų formuotuvas su DFPĮ pagal punktus 2, 5 ir 6,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad DFPĮ bendrasis kontaktas-išvadas B1.1-K per R1 yra sujungtas su šaltinio Ɛo gnybtu ,,+“, o gnybtas ,,–“ – su ,,žeme“, DFPĮ bendrasis kontaktas-išvadas B2.1-E per R2 – su ,,žeme“ ir kartu per R3 – su šaltinio Ɛo gnybtu ,,+“, PT(1; 2) kontaktai-išvadai K(1; 2) per atitinkamus Ra (1; 2) yra sujungti su šaltinio Ɛo gnybtu ,,+“ ir kartu per atitinkamus C(1; 2) – su atitinkamais gnybtais Uiš (1; 2), o PT(1; 2) kontaktai-išvadai E(1; 2) per atitinkamus Ra (3; 4) – su ,,žeme“ ir kartu per atitinkamus C(3; 4) – su atitinkamais gnybtais Uiš (3; 4), DT kontaktai-išvadai B(1; 2) per R4 yra sujungti su šaltinio Ɛo gnybtu ,,+“ ir kartu per R5 – su ,,žeme“, ir kartu per C5 – su gnybtu Uin. 

12. Diferencialinis (skirtuminis) stiprintuvas-dažnių harmonikų plėtiklis su DFPĮ pagal punktus 3, 5 ir 6,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad DFPĮ bendrasis kontaktas-išvadas B1.1-K per R1 yra sujungtas su ,,žeme“ ir kartu per C1 – su gnybtu Uin 1, ir kartu per R2 – su šaltinio Ɛo gnybtu ,,–“, o gnybtas ,,+“ – su ,,žeme“, DFPĮ bendrasis kontaktas-išvadas B2.1-E per R3 – su ,,žeme“ ir kartu per C2 – su gnybtu Uin 2, ir kartu per R4 – su šaltinio Ɛo gnybtu ,,–“, DT(1; 2) kontaktai-išvadai E(1; 2) per R5 yra sujungti su ,,žeme“, o kontaktai-išvadai K(1; 2) per atitinkamus Ra (1; 2) – su šaltinio Ɛo gnybtu ,,–“ ir kartu per atitinkamus C(3; 4) – su atitinkamais gnybtais Uiš (1; 2), ir kartu per atitinkamus šeštąjį ir septintąjį R(6; 7) – su PT bazės B atitinkamais gnybtais B(1; 2). 

13. Stiprintuvas-dažnių maišiklis su DFPĮ pagal punktus 4, 5 ir 6,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad DFPĮ bendrasis kontaktas-išvadas S1-E per Ra 1 yra sujungtas su ,,žeme“ ir kartu per C1 – su gnybtu Uiš 1, DFPĮ kontaktas-išvadas D2-K per Ra 2 yra sujungtas su šaltinio Ɛo gnybtu ,,+“ arba ,,–“, o gnybtas ,,–“, arba ,,+“ – su ,,žeme“, ir kartu per C2 – su gnybtu Uiš 2, VT1 kontaktas-išvadas G 1.1 per R1 yra sujungtas su ,,žeme“ ir kartu per C3 – su gnybtu Uin 1, o kontaktas-išvadas G 1.2 per R2 – su ,,žeme“ ir kartu per C4 – su gnybtu Uin 2, VT2 kontaktas-išvadas G 2.1 per R3 yra sujungtas su ,,žeme“ ir kartu per C5 – su gnybtu Uin 3, o kontaktas-išvadas G 2.2 per R4 – su ,,žeme“ ir kartu per C6 – su ketvirtuoju gnybtu Uin 4, DT kontaktai-išvadai B(1; 2) per R5 yra sujungti su ,,žeme“ ir kartu per R6 – su šaltinio Ɛo gnybtu ,,+“ arba ,,–“, ir kartu per C7 – su penktuoju gnybtu Uin 5. 
